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	PCM2051单晶硅压力变送器内部芯片采用德国进口MEMS单晶硅压力芯片，传感器信号经过专用信号处理
	PCM2051单晶硅压力变送器安装接口形式，既可根据用户的要求加工，也可提供与其它品牌变送器兼容的规

